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® Verfahren zur Herstellung von Schaltungsanordnungen 

@ Verfahren zur Herstellung von Schaltungsanordnun- 
gen, deren Bauteile mittels eines Lotprozesses auf die 
Oberseite (12) eines thermische Durchkontaktierungen (7) 
aufweisendenTragerkorpers (5) aufgebracht werden, wo- 
bei die thermischen Durchkontaktierungen (7) vor dem 
Lotprozefc von der Unterseite (13) des Tragerkorpers (5) 
her mittels eines Siebdruckprozesses mit einem hochvis- 
kosen Siebdruckmaterial (8) verschlossen werden, 
dadurch gekennzeichnet, 

daft auf den Tragerkorper (5) und in die thermischen 
Durchkontaktierungen (7) eine erste, die Grundmetallisie- 
rung bildende Metallisierungsschicht (6) aufgebracht 
wi rd f 

daft anschlieftend das Siebdruckmaterial (8) auf die die 
Grundmetallisierung bildende Metallisierungsschicht (6) 
aufgedruckt wird, 

daft die auf der Unterseite (13) des Tragerkorpers (5) Qber- 
stehenden Reste des Siebdruckmaterials (8) nach dem 
Ausharten des Siebdruckmaterials (8) durch mindestens 
einen mechanischen Reinigungsprozeft und/oder chemi- 
schen Reinigungsprozeft abgetragen werden, 
und daft nach dem mindestens einen Reinigungsprozeft 
mindestens eine weitere, die Endmetallisierung bildende 
Metallisierungsschicht (17) auf die die Grundmetallisie- 
rung bildende Metallisierungsschicht (6) aufgebracht 
wird. 
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Beschreibung 


[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstel- 
lung von Schaltungsanordnungen gemaB dem OberbegrifF 
des Patentanspruchs 1 . 5 
[0002] Ein solches Verfahren ist aus der nachveroffent- 
lichten DE 198 42 590 Al bekannt. In vielen Anwendungs- 
bereichen der Elektrotechnik werden Schaltungsanordnun- 
gen mit Bauteilen eingesetzt, bei deren Betrieb eine hohe 
Verlustleistung auftritt, insbesondere bei Schaltungsanord- 10 
nungen mit Leistungsbauteilen, wie bsp. bei Leistungsmo- 
dulen zur Ansteuerung von Baugruppen. Die Bauteile der 
Schaltungsanordnung werden auf einen geeigneten Trager- 
korper aufgebracht; bsp. werden in der Kfz-Elektronik oft- 
mals oberflachenmontierbare Leistungsbauteile verwendet, 15 
die mit ihrer riickseitigen AnschluBflache auf einer Leiter- 
platte als Tragerkorper aufliegen. 

[0003] Um eine ausreichende Warmeabfuhr der Verlust- 
leistung der Bauteile zu gewahrleisten (insbesondere der 
Verlustleistung der Leistungsbauteile) konnen einerseits zur 20 
Unterstutzung des vertikalen Warmetransports in den Tra- 
gerkorper thermische Durchkontaktierungen (sog. thermi- 
sche vias) eingebracht werden, d. h. Durchkontaktierungen 
von der Oberseite zur Unterseite des Tragerkorpers; hierzu 
werden in der Regel direkt unter der riickseitigen AnschluB- 25 
fiache (der Auflageflache) der Bauteile (insbesondere der 
Leistungsbauteile) Durchfuhrungen in den Tragerkorper 
eingebracht, die ganzflachig und durchgangig metallisiert 
werden (bsp. mittels einer Kupferbeschichtung). Anderer- 
seits kann zur externen Warmeabfuhr der Tragerkorper auf 30 
einen metallischen Kuhlkorper (bsp. eine Aluminiumplatte) 
aufgebracht werden, der die Verlustleistung an ein Kuhlsy- 
stem weitergeben kann und der mittels einer elektrischen 
Isolationsschicht (bsp. mittels einer Isolationsfolie) vom 
Tragerkorper separiert ist. 35 
[0004] Nach dem Aufbringen der Bauteile auf die Ober- 
seite der Tragerplatte (die Bestuckungsseite) werden diese 
in einem LotprozeB mit AnschluB flachen (Pads) und/oder 
Leitbahnen einer metallischen Leitbahnstruktur kontaktiert, 
wobei Lotpaste auf die AnschluBflachen und die Oberflache 40 
der thermischen vias gedruckt und in einem Reflow-Ldtpro- 
zeB aufgeschmolzen wird. Hierbei konnen Lot oder Lot- 
spritzer oder ebenfalls aufgeschmolzene Teile der metalli- 
schen Leitbahnstruktur aufgrund von Kapillareffekten durch 
die thermischen vias hindurch auf die Unterseite des Trager- 45 
korpers gezogen werden und dort die elektrische Isolations- 
schicht beschadigen (bsp. kann eine auf der Unterseite des 
Tragerkorpers aufgebrachte Isolationsfolie durchstoBen 
werden) sowie elektrische Kurzschliisse zum metallischen 
Kuhlkorper hin oder zu einem den Tragerkorper und die 50 
Schaltungsanordnung umschlieBenden Gehause hin verur- 
sachen. 

[0005] In der nicht vorveroffentlichten gattungsbildenden 
DE 198 42 590 ist ein Verfahren zur Hersteilung von Schal- 
tungsanordnungen beschrieben, bei dem vor dem Lotpro- 55 
zeB, d. h. vor dem Bestiicken der Leiterplatte mit Bauteilen, 
alle in den Tragerkorper eingebrachten thermischen Durch- 
kontaktierungen (thermischen vias) nach dem Aufbringen 
einer Metallisierung von der der Oberseite (Bestuckungs- 
seite) des Tragerkorpers gegeniiberliegenden Unterseite 60 
(Ruckseite) des Tragerkorpers her mittels Siebdruck ver- 
schlossen werden. Hierbei wird der Durchmesser der ther- 
mischen vias an die jeweils angewandte Siebdrucktechnik 
angepaBt und so vorgegeben, daB eine ausreichende Bedek- 
kung der thermischen vias innerhalb des OfFnungsvolumens 65 
stattfindet. (bsp. kann eine bestimmte minimale Befullung 
innerhalb der thermischen vias gefordert werden). AuBer- 
dem sollte nur eine geringe Bedeckung der an die thermi- 


schen vias angrenzenden Randbereiche auf der Unterseite 
des Tragerkorpers mit Siebdruckmaterial stattfinden, da eine 
Bedeckung der auf der Unterseite des Tragerkorpers vorge- 
sehenen AnschluBflachen mit Siebdruckmaterial den ther- 
mischen Ubergang und damit das Abfuhren der Verlust- 
warme verschlechtern wiirde und da fur weitere Verfahrens- 
schritte bei der Hersteilung der Schaltungsanordnung eine 
plane Oberflache der Unterseite des Tragerkorpers wiin- 
schenswert ware. Allerdings ist der Aufwand fur den Sieb- 
druckprozeB recht hoch, da enge Toleranzen eingehalten 
werden miissen, um den Uberstand des Siebdruckmaterials 
so gering wie moglich zu halten. 

[0006] Aus der DE 35 14 093 Al ist ein Verfahren zum 
VerschlieBen von in einer Leiterplatte vorgesehenen Boh- 
rungen bekannt, bei dem keine thermische Durchkontaktie- 
rungen sondern elektrische Durchkontaktierungen ("passive 
Bohrungen") im Stadium der fertig bestuckten Leiterplatte 
(also nach dem LotprozeB und dem Aufbringen der Metalli- 
sierung) im Siebdruck verfahren mittels Lotstoplack ver- 
schlossen werden, also mit einem losungsmittelhaltigen, 
niederviskosen Siebdruckmaterial. 

[0007] In der DE 24 00 665 Al ist ein Verfahren zur Her- 
steilung eines lotabweisenden Schutzes auf Leiterplatten mit 
durchgehenden Lochern beschrieben, bei dem ebenfalls in 
elektrische Durchkontaktierungen (und nicht in thermische 
Durchkontaktierungen) ein relativ schwach haftender Hilfs- 
lack eingebracht wird, der nach dem mittels Siebdruckver- 
fahren erfolgenden Aufbringen eines Lotstoplacks durch ein 
selektiv wirkendes Losungsmittel vollstandig entfernt wird, 
ggf. mit Unterstutzung weiterer Methoden wie Abblasen mit 
PreBluft oder leichtem Biirsten. 

[0008] In der GB 2 304 999 A ist ein Verfahren beschrie- 
ben, bei dem thermische Durchkontaktierungen von der 
Oberseite des Tragerkorpers her verschlossen werden, wo- 
bei der ProzeB zum VerschieBen der Offhungen nicht naher 
spezifiziert. wird. 

[0009] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein ein- 
faches Verfahren zur Hersteilung von Schaltungsanordnun- 
gen mit vorteilhaften Eigenschaften bezuglich der Warme- 
abfuhr, der Zuverlassigkeit, der Kosten und des Herstel- 
lungsprozesses anzugeben. 

[0010] Diese Aufgabe wird gemaB der Erfindung durch 
die Merkmale im Kennzeichen des Patentanspruchs 1 ge- 
lost. 

[0011] Vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung sind 
Bestandteil der weiteren Patentanspruche. 
[0012] Der SiebdruckprozeB zum Einbringen des Sieb- 
druckmaterials in die thermischen Durchkontaktierungen 
(thermischen vias) wird nach dem Aufbringen einer ersten, 
die Grundmetallisierung bildenden Metaliisierungsschicht 
(vorzugsweise Kupfer) auf den Tragerkorper durchgefuhrt 
(d. h. vor dem Aufbringen mindestens einer weiteren die 
Endmetallisierung bildenden Metaliisierungsschicht), wo- 
bei das Siebdruckmaterial ohne Einhaltung enger Toleran- 
zen iiber die Offnungen fur die thermischen Durchkontak- 
tierungen auf die Grundmetallisierung gedruckt wird. Nach 
Druck und Ausharten des Siebdruckmaterials werden die 
auf der Unterseite des Tragerkorpers uberstehenden Reste 
des Siebdruckmaterials mindestens durch einen mechani- 
schen ReinigungsprozeB abgetragen, wodurch einerseits 
eine plane und andererseits eine saubere (blanke) Oberfla- 
che geschaffen wird, die eine bessere Verarbeitung bei nach- 
folgenden Verfahrensschritten ermoglicht, bsp. beim Auf- 
bringen weiterer Metallisierungsschichten fur die Endmetal- 
lisierung und beim Aufbringen einer zur Verbesserung der 
Warmeleitung aufgebrachten Isolationsfolie. Insbesondere 
wird der mechanische ReinigungsprozeB in Form des ma- 
schinellen Biirstschleifens durchgefuhrt, da dies durch va- 
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riable Steuerung des Materialabtrags durch die Parameter 
der Burstschleifmaschine gut an die aktuellen Gegebenhei- 
ten angepafit werden kann; optional konnen daneben noch 
weitere mechanische und/oder chemische Reinigungspro- 
zesse vorgenommen werden. Vorteilhafterweise konnen hier 5 
beim HerstellungsprozeB der Schaltungsanordnung ubliche 
Reinigungsprozesse eingesetzt werden. Nach dem Abtragen 
des iiberstehenden Siebdruckmaterials wird auf die gerei- 
nigte (blanke) Grundmetallisierung mindestens eine weitere 
Metallisierungsschicht zur Bildung der Endmetallisierung 10 
aufgebracht (bsp. wird auf die Kupferschicht der Grundme- 
tallisierung Nickel-Gold chemisch abgeschieden). An- 
schlieBend wird auf die plane Oberflache der Riickseite des 
Tragerkorpers eine elektrisch isolierende, thermisch leitfa- 
hige Folie als Isolationsfolie und Warmeleitfolie flachen- 15 
biindig und luftspaltfrei aufgebracht, d. h. die Folie kann mit 
hoher Montagesicherheit sowie mit direkter und thermisch 
vollflachiger ,Anbindung an die thermischen vias aufge- 
bracht werden. 

[0013] Beim SiebdruckprozeB- wird um die thermischen 20 
vias herum ein Siebdruckfilm angeordnet und das Sieb- 
druckmaterial zum Erzielen eines bestimmten Fiillvolumens 
in einem mindestens zweistungen Druckvorgang von der 
Unterseite des Tragerkorpers her in die Offnungen der ther- 
mischen vias eingedruckt. Fiir den Siebdruck werden hoch- 25 
viskose, thixotrope (pastose) vorzugsweise losungsmittel- 
freie Materialien verwendet, wobei das Siebdruckmaterial 
entsprechend dem Material des Tragerkorpers gewahlt wer- 
den kann; insbesondere wird ein losungsmittelfreies Fest- 
stoffepoxid mit minim aler Volumenreduktion beim Aushar- 30 
ten verwendet. Nach der Priifung der verschlossenen Off- 
nungen (bsp. mittels optischer Kontrolle im Gegenlicht oder 
i ml lei s eines a ulGnYau sicitcH v akuurntcs Xs mit der Bcstim- 
mung des Fremdluftanteils zur Erkennung evtl. vorhandener 
Locher) wird der Tragerkorper getrocknet und das Sieb- 35 
druckmaterial ausgehartet. Nach dem ReinigungsprozeB mit 
der Entfernung uberschiissigen Siebdruckmaterials und dem 
Aufbringen der Metallisierungsschichten fur die Endmetal- 
lisierung werden die Bauteile der Schaltungsanordnung auf 
der Oberseite des Tragerkorpers aufgelotet (bsp. mittels ei- 40 
nes Refiow-Lotprozesses); infolge des Verschlusses der 
thermischen vias konnen Verunreinigungen der Unterseite 
des Tragerkorpers (insbesondere bedingt durch einen Lot- 
durchfluB von der Oberseite zur Unterseite des Tragerkor- 
pers durch die thermischen vias hindurch) verhindert wer- 45 
den. Der Warmetransport von der Oberseite zur Unterseite 
des Tragerkorpers wird durch das die thermischen vias ver- 
schlieBende Siebdruckmaterial jedoch nicht beeintrachtigt. 
[0014] Bei Verwendung eines losungsmittelfreien Sieb- 
druckmaterials, insbesondere eines Feststoffepoxids, kann 50 
eine Volumenreduzierung des Siebdruckmaterials bei der 
Aushartung vermieden werden, so daB keine Blasen oder 
Risse im Siebdruckmaterial entstehen konnen, die die Zu- 
verlassigkeit des Verschlusses der thermischen vias beein- 
t.rachtigen wiirden. 55 
[0015] Der Druckvorgang des Siebdruckmaterials in die 
thermischen vias wird so oft durchgefuhrt. (mindestens je- 
doch zweimal hintereinander), bis die gewunschte Dicke des 
Siebdruckmaterials in den thermischen vias (ein bestimmtes 
Fullvolumen in den thermischen vias) und eine vollstandige 60 
flachenmaftige Bedeckung der sich auf der Unterseite des 
Tragerkorpers befindlichen Offnungen der thermischen vias. 
mit dem Siebdruckmaterial erfolgt. ist. 
[0016] Beim vorgestellten sicheren und einfachen Verfah- 
ren zur Herstellung von Schaltungsanordnungen kann vor- 65 
teilhaflerweise bei alien in den Tragerkorper eingebrachten 
thermischen vias ein LotdurchfluB durch die thermischen 
vias hindurch mit geringen Kosten unabhangig von der Aus- 


505 C 2 0 

gestaltung der thermischen vias (unabhangig von der Art der 
Durchkontaktierung, bsp. des Siebdruckmaterials) auch bei 
groBeren Durchmessern der thermischen vias (bsp. bei ei- 
nem Durchmesser im Bereich von 0.4 mm bis 1 mm) ohne 
Beeintrachtigung des thermischen Ubergangs vollstandig 
verhindert werden. Gleichzeitig wird die Unterseite des Tra- 
gerkorpers fur weitere Verfahrensschritte bei der Herstel- 
lung der Schaltungsanordnung auf einfache Weise ohne 
Mehraufwand verbessert, bsp. fur das Aufbringen weiterer 
Metallisierungsschichten oder der Isolationsfolie. 
[0017] Das Verfahren soil im folgenden an hand eines 
Ausfuhrungsbeispiels im Zusammenhang mit der Zeich- 
nung beschrieben werden. 

[0018] Hierzu ist in der Fig. 1 in einer Schnittdarstellung 
ein Ausschnitt einer auf einem Tragerkorper aufgebrachten 
Schaltungsanordnung mit einem Leistungsbauteil darge- 
stellt und in der Fig. 2 die vergroBerte Darstellung einer 
thermischen Durchkontaktierung von der Oberseite zur Un- 
terseite des Tragerkorpers. 

[0019] Die auf der Oberseite 12 eines bsp. als Leiterplatte 
ausgebildeten Tragerkorpers 5 angeordnete Schaltungsan- 
ordnung weist neben weiteren aktiven und passiven Bautei- 
len auch mindestens ein Leistungsbauteil 1 auf, dessen An- 
schluBkontakte 3 mit der auf dem Tragerkorper 5 aufge- 
brachten, bsp. aus mit Nickel-Gold (AuNi) beschichtetem 
Kupfer bestehenden Leitbahnstruktur uber die AnschluBfla- 
che 16 kontaktiert werden sollen. Zum vertikalen Abfuhren 
der im Betrieb der Schaltungsanordnung - insbesondere 
durch die Leistungsbauteile 1 der Schaltungsanordnung - 
entstehenden Verlustlei stung sind im Bereich aller Lei- 
stungsbauteile 1 der Schaltungsanordnung bsp. als Bohrun- 
gen ausgebildete Durchfuhrungen in die Leiterplatte 5 ein- 

^K— ^. ^U. ♦ Ani-f*w+ Dn.unn^iinnQn A » ^ c V»i ~\ At in t n e»t-TV» i C r»Vi 0 1- 
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Durchkontaktierungen 7 (thermischer vias) mittels einer 
Metallisierungsschicht 6 (bsp. Kupfer) vollstandig und 
ganzflachig belegt werden und deren Offnungen 14, 15 nach 
dem Aufbringen der Metallisierungsschicht 6 einen Durch- 
messer von bsp. 0,5 mm aufweisen. Die Leistungsbauteile 1 
liegen mit ihrer Kuhlfahne 2 auf den auf der Oberseite der 
Leiterplatte 5 befindlichen Offnungen 15 der thermischen 
vias 7 auf, so daB ein efnzienter Warmeubergang von der 
Oberseite 12 der Leiterplatte-5 zur Unterseite 13 der Leiter- 
platte 5 ermoglicht wird. Von der Unterseite 13 der Leiter- 
platte 5 wird die Verlustwarme mittels des mit Kiihlrippen 
11 versehenen, als Kuhlblech ausgebildeten metallischen 
Kuhlkorpers 10 an ein Kuhlsystem abgefuhrt. Zwischen der 
Unterseite 13 der Leiterplatte 5 und dem Kuhlblech 10 ist 
zur elektrischen Isolation eine thermisch leitfahige, elek- 
trisch isolierende Folie 9 (Isolationsfolie oder Warmeleitfo- 
lie) angeordnet. 

[0020] Bsp. sollen die Bauteile der Schaltungsanordnung 
auf die Oberseite 12 der Leiterplatte 5 mittels eines Reflow- 
Lotprozesses aufgelotet werden. Um einen DurchfluB des 
Lots 4 von der Oberseite 12 der Leiterplatte 5 zur Unterseite 
13 der Leiterplatte 5 beim Lot en der Bauteile auf der Ober- 
seite 12 (Reflowseite oder Bestiickungsseite) der Leiter- 
platte 5 zu verhindern, werden die thermischen vias 7 von 
der Unterseite 13 der Leiterplatte 5 her vor dem LotprozeB 
mittels eines Siebdruckprozesses verschlossen. 
[0021] Nach dem Aufbringen der Grundmetallisierung b 
(bsp. Kupfer mit einer Schichtdicke von 70 um) auf die 
Oberflache der Leiterplatte und in die thermischen vias 7 
und deren Strukturierung werden die thermischen vias 7 
mittels Siebdruck verschlossen. Hierzu wird auf der Unter- 
seite 13 der Leiterplatte 5 um die bsp. einen Durchmesser 
von 0.5 mm aufweisenden Offnungen 14 der thermischen 
vias 7 herum ein Siebdruckfilm mit einem Durchmesser von 
bsp. 0.7 mrn aufgebracht; der Durchmesser des Siebdruck- 
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films muB hierbei nicht ubermaBig genau su'mmen, d. h. er 
kann groBziigige Toleranzen aufweisen. Das Siebdruckma- 
terial 8, bsp. ein Feststoff-Epoxydmaterial, wird durch einen 
zweistufigen Druckvorgang (Doppeldruck, zweimaliger 
naB-in-naB-Druck) derart in die auf der Unterseite 13 der 5 
Leiterplatte 5 befindlichen OfFnungen 14 der thermischen 
vias 7 gedruckt, daB ein bestimmtes Fullvolumen in den 
thermischen vias 7, d. h. eine minimale Fiillhohe des Sieb- 
druckmaterials 8 in den thermischen vias 7 an der engsten 
SteUe der thermischen vias 7 erreicht wird (bsp. soli die 10 
Fiillhohe mindestens 15% der Dicke der Leiterplatte 5 betra- 
gen) daB das ausgehartete Siebdruckmaterial 8 keine De- 
fekte (bsp. Einschlusse, Luftblasen, Poren etc.) aufweist, 
und daB kein Siebdruckmaterial 8 durch die Durchfuhrun- 
gen (Bohrungen) flieBt und die Oberseite 12 der Leiterplatte 15 
(Bestuckungsseite) verunreinigt. Auf der Oberflache der 
Unterseite 13 der Leiterplatte 5 entsteht ein bestimmter 
Schichtauftrag des Siebdruckmaterials 8, bsp. liegt die 
Schichtdicke des Siebdruckmaterials 8 im Bereich von 30 
bis 40 um. 20 
[0022] Nach dem Ausharten des Siebdruckmaterials 8 
wird das sich auf der Oberflache der Unterseite 13 der Lei- 
terplatte 5 befindliche Siebdruckmaterial 8 (insbesondere 
das im Bereich der OfFnungen 14 und um die Offnungen 14 
herum auf der Unterseite 13 der Leiterplatte 5 uberstehende 25 
Siebdruckmaterial 8) mittels eines chemischen und mecha- 
nischen Reinigungsprozesses entfernt, wobei bsp. das bei 
der HersteUung von Leiterplatten eingesetzte mechanische 
Burstschleifen als mechanischer ReinigungsprozeB verwen- 
det wird. Dieser ReinigungsprozeB wird bsp. 30 s lang 30 
durchgefuhrt, so daB das Siebdruckmaterial 8 vollstandig 
abgetragen wird (bsp. ist noch ein maximaler Uberstand des 
Siebdruckmaterials 8 auf der Oberflache der Unterseite 13 
der Leiterplatte 5 von 100 um vorhanden); hierdurch wird 
die Grundmetallisierung b fur die weiteren Verfahrens- 35 
schritte vorbereitet, ohne daB das sich in den thermischen 
vias 7 befindliche Siebdruckmaterial 8 beeintrachtigt wird. 
AnschlieBend wird auf der blanken Grundmetallisierung 6 
die Endmetaliisierung durch Aufbringen weiterer Metalli- 
sierungsschichten 17 abgeschieden, bsp. werden alle zu- 40 
ganglichen Bereiche mit blanker Grundmetallisierung 6 
(Kupfer) chemise h veraickelt und vergoldet, wobei diese 
weitere Metallisierungsschicht 17 aus chemischem Nickel- 
Gold bsp. eine Schichtdicke von 3 bis 8 um aufweist. Auf 
die Unterseite 13 der Leiterplatte 5 wird nun die elektrisch 45 
isolierende, thermisch leitfahige Folie 9 bundig und vollfla- 
chig aufgebracht, bsp. eine Warmeleitfolie mit einer Dicke 
von 150 urn. 


daB die auf der Unterseite (13) des Tragerkorpers (5) 
iiberstehenden Reste des Siebdruckmaterials (8) nach 
dem Ausharten des Siebdruckmaterials (8) durch min- 
destens einen mechanischen ReinigungsprozeB und/ 
oder chemischen ReinigungsprozeB abgetragen wer- 
den, 

und daB nach dem mindestens einen ReinigungsprozeB 
mindestens eine weitere, die Endmetaliisierung bil- 
dende Metallisierungsschicht (17) auf die die Grund- 
metallisierung bildende Metallisierungsschicht (5) auf- 
gebracht wird. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 
net, daB als mechanischer ReinigungsprozeB das me- 
chanische Burstschleifen verwendet wird. 

3. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 2, da- 
durch gekennzeichnet, daB nach dem Aufbringen der 
die Endmetaliisierung bildenden Metallisierungs- 
schicht (17) die Bauteile der Schaltungsanordnung mit- 
tels eines Reflow-Lotprozesses auf die Oberseite (12) 
des Tragerkorpers (5) aufgebracht werden. 

4. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 3, da- 
durch gekennzeichnet, daB auf die Unterseite (13) des 
Tragerkorpers (5) eine thermisch leitfahige, elektrisch 
isolierende Folie (9) aufgebracht wird. 

5. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 4, da- 
durch gekennzeichnet, daB die thermisch leitfahige, 
elektrisch isolierende Folie (9) mit einem Kuhlkorper 
(10) verbunden wird. 


Hierzu 1 Seite(n) Zeichnungen 


Patentanspruche 50 

1. Verfahren zur HersteUung von Schaltungsanord- 
nungen, deren Bauteile mittels eines Lbtprozesses auf 
die Oberseite (12) eines thermische Durchkontaktie- 
rungen (7) aufweisen den Tragerkorpers (5) aufge- 55 . 
bracht werden, wobei die thermischen Durchkontaktie- 
rungen (7) vor dem LotprozeB von der Unterseite (13) 
des Tragerkorpers (5) her mittels eines Siebdruckpro- 
zesses mit einem hochviskosen Siebdruckmaterial (8) 
verschlossen werden, 60 
dadurch gekennzeichnet, 

daB auf den Tragerkorper (5) und in die thermischen 
Durchkontaktierungen (7) eine erste, die Grundmetalli- 
sierung bildende Metallisierungsschicht (6) aufge- 
bracht wird, 65 
daB anschlieBend das Siebdruckmaterial (8) auf die die 
Grundmetallisierung bildende Metallisierungsschicht 
(6) aufgedruckt wird, 
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